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(54) Title: OPTOELECTRONIC SEMICONDUCTOR COMPONENT 

(54) Bezeichnung: OPTOELEKTRONISCHES HALBLEITER-BAUELEMENT 

(57) Abstract 

In a radiation-emitting and/or 
receiving semiconductor component, 
a radiation-emitting and/or receiving 
semiconductor chip ( 1 ) is secured on 
a chip carrier (2) in a conductor frame. 
The chip carrier (2) forms a trough (4) 
in the area in which the semiconductor 
chip (1) is secured. The inner surface (5) 
of the trough (4) is designed to form a 
reflector for the radiation emitted and/or 
received by the semiconductor chip (1). 

(57) Zusammenfassung 

Strahlung aussendendes und/oder 
empfangendes Halbleiter-Bauelement, 
Del Ucm cin Strahlung aussendendes 
und/oder empfangendes Halbleiterchip 

(1) auf einem Chiptragerteil (2) eines Leiterrahmens befestigt ist. Der Chipoagerteil (2) bildet in dem Bereich, in dem das Halbleiterchip 
(1) befestigt ist. eine Wanne (4), deren InnenHache (5) derart ausgebildet ist, daB sie einen Reflektor fur die vom Halbleiterchip (1) 

ausgesandte und/oder empfangene Strahlung darstellt. 
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Beschreibung 

Optoelektronisches Halbleiter-Bauelement 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Strahlung aussendendes 
und/oder empf angendes Halbleiter-Bauelement , bei dem ein 
Strahlung aussendendes und/oder empf angendes Halbleiterchip 
auf einem Chiptragerteil eines Leiterrahmens befestigt isc 
und bei dem das Halbleiterchip und mindestens ein Teilbereich 
des Chiptragerteiles von einer Umhtillung umgeben ist. 



Ein solches Halbleiterbauelement ist beispielsweise aus der 
europaischen Patentanmeldung EP 400 176 bekannt . Darin ist 
eine sogenannte Top-LED beschrieben, bei der ein Halbleiter- 

15 chip auf einem ebenen Chiptragerteil eines Leiterrahmens be- 
festigt ist. Der Leiterrahmen setzt sich zusammen aus dem 
Chiptragerteil und einem getrennt von diesem angeordneten An- 
schluSteil mit jeweils einem externen AnschluE. Der Chiptra- 
gerteil mit dem Halbleiterchip, der AnschluSteil und Teilbe- 

20 reiche der externen Anschlusse sind von einer Umhullung umge- 
ben, die aus aus einem strahlungsundurchlassigen Grundkorper 
mit einer Ausnehmung und einem diese Ausnehmung ausfullenden 
strahlungsdurchlassigen Fensterteil besteht. Der Chiptrager- 
teil und der AnschluSteil sind derart von dem Grundkorper um- 

25 geben bzw. in diesen eingebettet, daS Teilbereiche der Ober- 
seiten des Chiptragerteils und des AnschluSteils mit der ver- 
bleibenden Bodenflache der Ausnehmung bundig abschlieSen. Der 
Halbleiterchip ist bis auf seine Unterseite, mit der er auf 
dem Chiptragerteil aufliegt, vollstandig von dem strahlungs- 

30 durchlassigen Fensterteil umgeben. Die Ausnehmung, die voll- 
standig von dem strahlungsdurchlassigenn Fensterteil ausge- 
fullt ist, ist derart geformt, daS sie fur die vom Halblei- 
terbauelement ausgesandte Strahlung einen Reflektor bildet . 

35 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Strahlung aus- 
sendendes und/oder empfangendes Halbleiterbauelement der ein- 
gangs erwahnten Art so weiterzubilden, daS es eine erhohte 
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Scrahl starke aufweist und in einfacher Weise hergestellt wer- 
den kann. Gleichzeitig soil dieses Halbleiterbauelement eine 
gute Warmeableitung vom Halbleiterchip aufweisen. 

5 Diese Aufgabe wird durch ein Halbleiterbauelement mit den 
Merkmalen des Anspruches 1 oder des Anspruches 2 geldst. 

Erf indungsgemaS ist bei dem Halbleiterbauelement nach An- 
spruch 1 vorgesehen, daS der Chiptragerteil in dem Bereich, 

10 in dem das Halbleiterchip befestigt ist, eine Wanne bildet, 
deren Innenflache derart ausgebildet ist, da£ sie einen Re- 
flektor fur die vom Halbleiterchip ausgesandte und oder emp- 
fangende Strahlung bildet und da£ der Chiptragerteil wenig- 
stens zwei externe elektrische Anschlusse aufweist, die an 

15 verschiedencn Stellen der Umhiillung aus dieser herausragen. 

Erf indungsgemafi ist bei dem Halbleiterbauelement nach An- 
spruch 2 vorgesehen, daS der Chiptragerteil in dem Bereich, 
in dem das Halbleiterchip befestigt ist, eine Wanne bildet, 

20 deren Innenflache derart ausgebildet ist, daE sie einen Re- 
f lektor fur die vom Halbleiterchip ausgesandte und oder emp- 
fangende Strahlung hildet und daS die Wanne des Chiptrager- 
teiles zumindest teilweise aus der Umhiillung herausragt, der- 
art, daS der Chiptragerteil im Bereich der Wanne elektrisch 

25 und/oder thermisch anschliefibar ist. 

Bei einer bevorzugtea Ausf uhrungsf orm des erf indungsgamafien 
Halbleiterbauelements weist der Leiterrahmen das Chiptrager- 
teil und ein in einem Abstand zum Chiptragerteil angeordneten 
30 AnschluSteil mit zwei externen Anschlussen auf , die an gegen- 
uberliegenden Seiten aus der Umhullung herausragen. 

Bei einer bevorzugten Weiterbildung des erf indungsgemaSen 
HalbleiterOauelementa ist zumindest ein Teil der Innenflachen 
35 der Wanne des Chiptragers mit einem ref lektionssteigernden 
Material beschichtet ist. 
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Bei einer vorteilhaf ten Ausf uhrungsf orm des erf indungsgemaSe n 
Halbleiterbauelements sind die externen Anschliisse des Chip- 
tragerteiles breiter als die externen Anschliisse des An- 
schlufiteiles . 

5 

Bei einer besonders bevorzugten Ausf uhrungsf orm des erf in - 
dungsgemaEen Halbleiterbauelements weist die Umhullung einen 
strahlungsundurchlassigen Grundkorper mit einer Ausnehmung 
und einen in der Ausnehmung angeordneten strahlungsdurchlas - 
10 sigen Fensterteil auf und umhullt der strahlungsundurchlas - 
sige Grundkorper zumindest einen Teilbereich des Chiptrager- 
teils, derart , da£ zumindest die Wanne des Chiptragerteiles 
in der Ausnehmung angeordnet ist . 

15 Bei einer vorteilhaf ten Weiterbildung dieser Ausf uhrungsf orm 
verlauft die Oberkante der Wanne unterhalb der Oberkante der 

Aucnehmung und ist der Teilbereich der Inncnflache der Aus 
nehmung, die nicht von der Wanne bedeckt ist, derart ausge- 
bildet, da£ er fur die vom Halbleiterchip ausgesandte Strah- 
20 lung einen Reflektor bildet . 

Bei einer weiteren vorteilhaf ten Weiterbildung des erfin- 
dungsgemaSen Halbleiterbauelements ist ein Teil der Innenfla- 
chen der Ausnehmung des strahlungsundurchlassigen Grundkor- 
25 pers mit einera ref lektionssteigernden Material beschichten . 

Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Ge- 
genstand von Unteransprvichen . 

30 Die Erfindung wird anhand von drei Ausf iihrungsbeispielen in 
Verbindung mit den Figuren la bis 3 naher erlautert . Es zei- 
gen.- 

Figur la eine Draufsicht auf ein erstes Ausfuhrungsbeispiel 
eines erf indungsgemafien Halbleiterbauelements, 
35 Figur lb einen Schnitt durch das erste Ausfuhrungsbeispiel 
entlang der in Figur la eingezeichneten Linie A - A, 
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Figur ic einen SchnitL durch das erste Ausf iihrungebeispiel 
entlang der in Figur 1 a eingezeichneten Linie B - B, 
Figur 2a eine Draufsicht auf ein zweites Aus fuhrungsbei spiel 
eines erf indungsgemaSen Halbleiterbauelements , 
5 Figur 2b einen Schnitt durch das zweite Ausf uhrungsbeispiel 
entlang der in Figur 2a eingezeichneten Linie C - C, 
Figur 3a einen Schnitt durch ein drittes Ausf uhrungsbeispiel 
eines erf indungsgemaSen Halbleiterbauelements. 

10 Bei dem Halbleiterbauelement der Figuren la bis lc handelt es 
sich um eine sogenannte Top-LED in SMD-Bauweise . Diese setzt 
sich zusammen aus einem metallenen Leiterrahmen, bestehend 
aus einem Chiptragerteil 2 und einem AnschluSteil 10 mit je- 
weils zwei externen Anschlussen 11, 12, einem auf dem Chip- 

15 tragerteil 2 befeatigten Strahlung aussandenden Halblei fcer- 
chip l und einer quaderf ormigen Umhullung 3. Der Halbleiter- 
chip 1 weisc an seiner Oberseite und an seiner Unterseite je- 
weils eine Kontaktmetallisierung 16, 17 auf. Die Kontaktme- 
tallisierung 17 an der Unterseite ist beispielsweise mittels 

20 eines metallischen Lotes oder eines elektrisch leitenden 

Klebstoffes mit dem Chiptragerteil 2 und die Kontaktmetalli- 
sierung 16 an der Oberseit-.p ist mittels eines Bonddrahtes 20, 
der z. B. aus Gold oder einem anderen geeigneten metallischen 
Werkstoff besteht, mit dem AnschluEteil 10 elektrisch leitend 

2 5 verbunden. In dem Chiptragerteil 2 ist in dem Bereich, in dem 
der Halbleiterchip 1 befestigt ist, beispielsweise mittels 
Pragen eine Wanne 4 ausgebildeL, deren Innenf lache 5 anna- 
hernd die Form eines auf den Kopf gestellten Kegelstumpf es 
aufweist und fur die vom Halbleiterchip 1 ausgesandte Strah- 

30 lung einen Reflektor bildet . Die externen Anschliisse 11, 12 
des Chiptragerteiles 2 und des AnschluEteiles 10 ragen je- 
weils auf gegeniiberl iegenden Seiten aus 'dieser Umhullung 3 
heraus und sind aufierhalb der Umhullung 3 an der Umhullung 3 
entlang zunachst nach unten und anscUlieSend nach innen in 

35 Richtung zur Mitte der Umhullung 3 gebogen. Sie konnen jedoch 
auch jede beliebige andere Form aufweisen. 
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Die Umhullung 3 ist zweiteilig aus einem strahlungsundurch- 
lassigen Grundkorper 7 mit einer Ausnehmung 8 und einem diese 
Ausnehmung 8 ausfullenden strahlungsdurchlassigen Fensterceil 
9 gefertigt. Der Grundkorper 7 und der Fensterteil 9 besteht 
5 beispielsweise aus einem gefiillten Kunstharz oder aus einem 
Thermoplast bzw. aus einem transparenten Kunstharz oder Poly- 
carbonat . Als Fiillstoff fur Kunstharz kommen beispielsweise 
Metallpulver , Metalloxide, Metallcarbonate oder Metallsili- 
kate in Frage. Der Chiptragerteil 2 und der Anschlufiteil 10 

10 ist so von dem strahlungsundurchlassigen Grundkorper 7 umge- 
ben bzw. in diesen eingebettet, daS ein Teilbereich des An- 
schluSteiles 10 und mindestens der Teilbereich des Chiptra- 
gerteiles 2, in dem sich die Wanne 4 befindet, auf der Boden- 
f lache 19 der Ausnehmung 8 auf liegt . Die Ausnehmung 8 weist 

15 eine groSere Tiefe auf als die Wanne 4 auf, so das die wanne 
4 vollstandig innerhalb der Ausnehmung 8 angeordnet ist und 
dersn Innenf lache 13 nach oben iiber die Wanne 4 hinausragt . 

Bei einer bevorzugten Weiterbildung des ersten Ausfiihrungs- 
20 beispieles ist die Innenf lache der Wanne 4 und evtl . auch der 
an das Fensterteil 9 angrenzende Teil der Oberseite des An- 
scniusteiles 10 zur vernesserung der Reflexion poliert oder 
mit einem ref lexionssteigernden Material beschichtet . Als re- 
f 1 exionssteigerndes Material eignet sich beispielsweise ein 
25 glanzender Lack oder Aluminium, das aufgedampft, aufgesput- 
tert oder mittels eines anderen geeigneten Verfahrens aufge- 
bracht wird. Ebenso konnen auch die nicht vom Chiptragerteil 
2 und Anschlufiteil 10 bedeckten Bereiche der Innenflache 13 
mit einer ref lexionssteigernden Schicht versehen sein, so dafi 
30 auch diese Bereich die vom Halbleiterchip 1 ausgesandte 

Strahlung in die vorgesehene Hauptstrahlrichtung 6 reflektie- 
ren. Hierzu eignet sich z. B. wiederum ein glanzender Lack 
oder Aluminium, das nach den oben genannten Verfahren aufge- 
bracht wird. 

35 

Denkbar ware auch, daS die Ausnehmung 8 nicht vollstandig von 
dem Fensterteil 9 ausgefullt ist, sondern daS nur der Halb- 
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leiterchip 1 und die Wanne 4 oder jeder andere beliebige 
Teilbereich der Ausnehmung 8 von dem Fensterteil umgeben bzw . 
bedeckt ist. Ebenso kann der Fensterteil 9 so gefertigt sein, 
da£ dieser die Oberkante der Ausnehmung 8 hinausragt . 

Zur Verbesserung der Warmeableitung vom Halbleiterchip 1 kon- 
nen, wie in den Figuren 2a und 2b gezeigt, auch beim ersten 
Ausfuhrungsbeispiel die externen Anschlusse 11 des Chiptra- 
gerceiles 2 breiter sein als die externen Anschlusse 12 des 
AnschluSteiles 10. Ebenso kann, falls notwendig bzw. moglich, 
vom Chiptragerteil 2 nur ein externer AnschluS 11 Oder eine 
Mehrzahl (> 2) externer Anschlusse 11 aus der Umhullung her- 
ausgefiihrt sein. Das gleiche gilt fur den Anschlufiteil 10. 

Bei einem moglichen Verfahren zur Heretellung des erfindungs- 

gemaSen Halbleiterbauelements nach dem ersten Ausfuhrungsbei- 
spiel kann im Falle, daB der Grundkorper 7 aus einem Thermo- 
plasten Oder einem anderen temperaturstabilen Material be- 
steht, der Leiterrahmen zunachst mat dem Grundkorpermaterial 
umhullt werden, anschlieEend der Halbleiterchip und der Bond- 
draht befestigt werden und abschliefiend die Ausnehmung 8 miz 
dem Material des Fensterteiles 9 gefiillt werden. 

Das in den Figuren 2a und 2b gezeigte zweite Ausfuhrungsbei- 
spiel unterscheidet sich von dem ersten Ausfuhrungsbeispiel 
lediglich dadurch, dafi der Chiptragerteil 2 derart in den 
Grundkorper 7 eingebettet ist, daS die Bodenwandung 18 der 
Wanne 4 auf der Unterseite des Grundkorpers aus diesem her- 
ausragt. Dadurch ist es moglich, den Chiptragerteil 2 direkt 
von aufien zu kontaktieren, indem dieser beispielsweise direkt 
auf eine Leiterplatte geklebt oder gelotet wird. Daruber hin- 
aus besitzen in diesem Ausfuhrungsbeispiel die externen An- 
schlusse 11 des Chiptragerteiles 2 eine groSere Breite als 
die externen Anschlusse 12 des AnschluSteiles 10 auf. Durch 
diese MaEnahmen, einzeln oder in {Combination, ist eine ver- 
besserte Warmeableitung vom Halbleiterchip 1 gewahrleistet . 
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Samtliche in Bezug auf das erste Ausfuhrungsbeispiel oben ge- 
nannten Wei terbildungen und Ausgestaltungen des erf indungsge- 
ma£en Halbleiterbauelements konnen auch beim zweiten Ausfuh- 
rungsbeispiel realisierbar . 

Das dritte Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 3 unterscheidet 
sich von dem vorgenannten ersten Ausfuhrungsbeispiel dadurch, 
daS die Umhullung 3 vollstandig aus einem strablungsdurcblas - 
sigen Material, beispielsweise ein transparentes Kunstharz, 
gefertigt ist. Auch in diesera Fall sind samtliche im Zusam- 
menhang mit dem ersten Ausfuhrungsbeispiel genannten Ausge- 
staltungen denkbar. 

Das vierte Ausfuhrungsbeispiel weist bis auf den Unterschied, 
daS die umhiillung vollstandig aus einem transparenten Mate- 
rial gefertigt ist samtliche Merkmale des zweiten Ausfiih- 
rungsbeispieles auf. 

Die oben beschriebenen Ausf uhrungsf ormen bzw. -beispiele des 
erf indungsgemaSen Halbleiterbauelements sind nicht nur auf 
die Verwendung eines Strahlung aussendenden Halbleiterchips 1 
eingeschrankt sondern konnen ebenso fur Photodioden- , Pho- 
totransistor- und andere Strahlung empfangende Halbleiter- 
chips eingesetzt werden. Die Wanne 4 ist in diesem Fall so 
ausgebildet , daS die durch den Fensterteil 9 einfallende 
Strahlung in Richtung Halbleiterchip reflektiert wird. 
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patentanspruche 

1. Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiter- 
Bauelement, bei dem ein Strahlung aussendendes und/oder emp- 

5 fangendes Halbleiterchip (l) auf einem Chiptragerteil (2) ei- 
nes Leicerrahmens befestigt ist und bei dem das Halbleiter- 
chip (1) und mindestens ein Teilbereich des Chiptragerteiles 
(2) von einer Umhullung (3) umgeben ist, dadurch ge- 
kennzeichnet , da£ der Chiptragerteil (2) in dem Be- 

10 reich, in dem das Halbleiterchip (1) befestigt ist, eine 
Wanne (4) bildet, deren Innenflache (5) derart ausgebildet 
ist, daS sie einen Reflektor fur die vom Halbleiterchip (l) 
ausgesandte und/oder empfangene Strahlung bildet und daS der 
Chiptragerteil (2) wenigstens zwei externe Anschliisse (11) 

15 aufweist, die an verschiedenen Stellen der Umhullung (3) aus 
dieser herausragen. 

2. Strahlung aussendendes und/oder empfangendes Halbleiter- 
Bauelement, bei dem ein Strahlung aussendendes und/oder emp- 

20 fangendes Halbleiterchip (1) auf einem Chiptragerteil (2) ei- 
nes Leiterrahmens befestigt ist und bei dem das Halbleiter- 
chip <i) und mindestens ein Teilbereich des Chiptragerteiles 
(2) von einer Umhullung (3) umgeben ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS der Chiptragerteil (2) in dem Be - 

25 reich, in dem das Halbleiterchip (1) befestigt ist, eine 
Wanne (4) bildet, deren Innenflache (5) derart ausgebildet 
ist, da£ sie einen Reflektor fur die vom Halbleiterchip (1) 
ausgesandte und/oder empfangene Strahlung bildet und da£ die 
Wanne (4) des Chiptragerteiles (2) zumindest teilweise aus 

30 der Umhullung (3) herausragt, derart, dag der Chiptragerteil 
(2) im Bereich der Wanne (4) elektrisch und/oder thermisch 
anschlieSbar ist. 

3. Halbleitert>auelement nac.n Anspruch l oder 2, dadurch 
35 gekennzeichnet, daS der Leiterrahmen aus dem Chiptra- 
gerteil (2) und einem in einem Abstand zum Chiptragerteil (2) 
angeordneten AnschluSteil (10) mit zwei externen Anschlussen 
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(12) besteht, die an gegeniiberliegenden seiten aus der umhul- 
lung (3) herausragen. 

4. Halbleiterbauelement nach einem der Anspruch 1 bis 3, 

5 dadurch gekennzeichnet , da£ zumindest ein Teil der 
Innenf lachen (5) der Wanne (4) des Chiptragers (2) mit einem 
ref lektionssteigernden Material beschichteC ist. 

5. Halbleiterbauelement nach Anspruch 3 Oder 3 und 4, da- 
10 durch gekennzeichnet, daS die externen Anschlusse 

(11) des Chiptragerteiles (2) breiter sind als die externen 
Anschlusse (12) des AnschluSteiles (10) . 



6 . Halbleiterbauelement nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
15 dadurch gekennzeichnet, das die Umhullung ( 3 ) voll - 
standig aus einem strahlungsdurchlassigen Material besteht. 

7. Halbleiterbauelement nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daS die Umhullung ( 3 ) ei- 

20 nen strahlungsundurchlassigen Grundkorper (7) mit einer Aus- 
nehmung (8) und einen in der Ausnehmung (8) angeordneten 
strahlunysdurchlassigen Fensterteil (9) aufweist und daS der 
strahlungsundurchlassige Grundkorper (7) zumindest einen 
Teilbereich des Chiptragerteils (2) umhullt, derarc, dafi zu- 

25 mindest die Wanne (4) des Chiptragerteiles (2) in der Ausneh- 
mung (8) angeordnet ist. 

8. Halbleiterbauelement nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daS die Oberkante (14) der Wanne (4) un- 

30 terhalb der Oberkante (15) der Ausnehmung (8) verlauft und 
daS der Teilbereich der Innenf lache (13) der Ausnehmung, die 
nicht von der Wanne (4) bedeckt ist, derart ausgebildet ist, 
daS er fur die vom Halbleiterchip (1) ausgesandte Strahlung 
einen Ref lektor bildet . 

35 

9. Halbleiterbauelement nach Anspruch 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet , daS zumindest ein Teil der Innenf la- 
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chen (13) der Ausnehmung (8) mit einem ref lekt ionssteigernden 
Material beschichtet ist. 




i 
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Strahlung aussendendes und/oder 1 1 

empfangendes Halbleiter-Bauelement, 
bei dem ein Srrahlung aussendendes 
und/oder empfangendes Halbleiterchip 

(1) auf einem Chiptragerteil (2) eines Leiterrahmens befestigt ist. Der Chiptragerteil (2) bildet in dem Bereich, in dem das Halbleiterchip 
(1) befestigt ist, eine Wanne (4), deren Innenflache (5) derail ausgebildet ist, daG sie einen Reflektor fur die vom Halbleiterchip (1) 
ausgesandte und/oder empfangene Strahlung darstellt. 
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